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β-Ga2O3は、4.5 eV程度の広いバンドギャップを有し、絶縁破壊電界も高いことから、パワーデ

バイスへの応用が期待される材料である。我々は、トレンチ MOS 構造を設けた Ga2O3 SBD 

(β-Ga2O3 MOS-SBD)の開発を行なっている[1]。今回、β-Ga2O3 MOS-SBDの終端構造の検討を行い、

耐圧 1700V以上を得たので報告する。 

Sn ドープ(001)基板上に、ドリフト層として HVPE 法で Si ドープ Ga2O3膜を成長させた基板を

用いた。基板およびエピ膜のドナー濃度と厚さはそれぞれ 5×1018 cm-3、250 μmと 2.8×1016 cm-3、

12.1 μmである。ドリフト層に 2 μmピッチで深さ 3 μmのメサ/トレンチを形成し、トレンチ内部

に ALD-Al2O3を 100 nm形成後、アノード電極として 400 μm□の Ni/Ti/Alを形成した。素子外周

部分を深さ 2 μmでトレンチを形成し、形成したトレンチ内部及びアノード電極外周にパッシベー

ション膜を形成した。カソード電極には Ti/Auを用いた。 

Fig.1に今回試作したMOS-SBDの断面図を示す。アノード電極外周部分を彫り込んだ形になっ

ている。この構造により、外側トレンチ底部に集中する電界を緩和する。Fig.2に逆方向の J-V特

性を示す。リーク電流が 5.8x10-7 A/cm2で絶縁破壊電圧が 1705 V であった。本構造により、1700 V

を超える耐圧の SBD素子を実証できた。当日の発表では、本構造と異なる終端構造についての検

討およびその電気特性についても報告を行う予定である。 

 

[1] 有馬他、2019年第 66回応物春季学術講演会, 12a-M121-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Cross-sectional schematic of Ga2O3 trench MOS-SBD.  Fig. 2 Reverse J-V characteristics 

2023年第70回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2023 上智大学　四谷キャンパス+オンライン)17a-A301-2 

© 2023年 応用物理学会 12-219 13.7


